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Тема дисертації:
1. Моделювання субмікронних гетеротранзисторів з низькорозмірними системами

2. Simulation of Submicron Heterotransistors with Low-Dimensional Systems

Реферат:
1. Вперше розроблено двовимірні математичні моделі та алгоритми для аналізу процесів дрейфу носіїв
заряду у гетероструктурних транзисторах з квантовими точками, встановлено механізм підвищення
дрейфової швидкості носіїв заряду у гетеротранзисторі з квантовими точками з урахуванням розмірного
квантування. За допомогою двовимірної чисельної моделі вперше отримані розподіли потенціалу, дрейфової
швидкості, електронної температури, концентрації рухливих носіїв заряду і ін. для гетеротранзисторів з КТ.
На основі результатів фізико-топологічного моделювання розроблено схемотехнічні моделі, що дозволяють
розраховувати і аналізувати малосигнальні та шумові параметри субмікронних і нанорозмірних
багатоканальних гетероструктур з квантовими точками, придатні для оптимізації фізико-топологічних
параметрів транзисторів.



2. Algorithms and two-dimensional model for analyze the drift of charge carriers in HEMT with quantum dots were
developed, the mechanism of the carriers drift velocity increasing in the heterotransistor with quantum dots
taking into account the quantum confinement were established. Distributions for potential, drift velocity, electron
temperature, concentration of mobile carriers, etc. for HEMT with QDs with the help of two-dimensional
numerical model were obtained. It is shown that the drift velocity in the HEMT channel with QDs increases
compared with HEMT without QDs due to injection of "cold" electrons from the quantum dots due to impact
ionization and tunnelling, and the distance between the heterojunction and a layer of quantum dots is smaller than
the wavelength of the optical phonon - due to the quantization of the phonon spectrum. In addition, the increasing
of the drift velocity and redistribution of the carrier concentrations observed in double-channel HEMT with QDs.
Circuit design model was developed. It's based on the results of physical-topological model. This model allows
calculating and analyzing the small signal and noise parameters of submicron and nanoscale multi-channel
heterostructures with quantum dots, it's suitable for the optimization of physical and topological parameters of
transistors.
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